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Fig. 1 Plots of current density versus 
voltage of inverted OLEDs. 

Fig. 2 Noise spectra of inverted OLEDs 
at applied dc bias of 1.5 V. 
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ノイズ分光による逆構造有機発光ダイオードにおける 
金属酸化物電極/ポリエチレンイミン界面状態評価 
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1. はじめに 逆構造有機発光ダイオード
(inverted organic light-emitting diode : inverted 

OLED[1, 2])は金属酸化物を陰極として用い
ているため(金属酸化物から発光層への電
子注入障壁が大きいため)、電子注入の改
善が課題となっている。近年では、電子注
入材料として poly(ethyleneimine) (PEI)を用
いることで陰極の金属酸化物と PEI 間の電
気双極子により、電子注入障壁を低減でき
ることが報告されている[3]。また、PEI を
金属酸化物表面に塗布することで発光閾値
以下の電流を抑えることができる。本研究
では、発光閾値以下の領域において、ノイ
ズ分光測定を行った。ノイズスペクトルを
測定し、金属酸化物と PEI の界面状態を調
べ、発光閾値以下の電流値と比較し、
inverted OLEDの界面状態に関する知見を得
ることを目的とする。 

2. 実験 AZO (Al を添加した ZnO)(150 

nm)/PEI/ poly(9,9-dioctylfluorene-alt-benzothi- 
adiazole) (F8BT) (100 nm)/MoO3 (10 nm)/Al  

(50 nm) なる素子構造の inverted OLEDを作
製し、封止剤により封止した。比較のため
に AZO 上に直接 F8BT を製膜した inverted 

OLEDの作製も行った。電流-電圧特性測定
は、Keithley 2611 を用いた。ノイズ分光測
定には、小野測器のスペクトルアナライザ
CF-7200 を用いた。なお、ノイズ分光測定
には電圧源として乾電池を使用した。 

3. 結果 Figure 1に作製した inverted OLED

の電流密度-電圧 (J-V)特性を示す。PEIを有
する inverted OLED では発光閾値以下の電
流値が抑えられていることがわかる。また、
PEI を製膜することにより電流効率を 0.83 

cd/A から 11 cd/A に向上させることができ
た。PEI による界面パッシベーションの影
響を調べるためにノイズ分光測定を行った
結果を Fig. 2 に示す。測定した inverted 

OLEDのノイズ強度はどちらも 1/fの周波数
依存性 (1/fノイズ) を示し、PEIを製膜する
ことで、inverted OLEDのノイズ強度が小さ
くなることがわかった。捕獲準位により自
由電荷が捕獲・放出されることで 1/f ノイ

ズが生じることが知られている[4]。Fig. 2

の結果はAZO表面を PEIによりパッシベー
トし、界面準位に由来するノイズが減少す
ることを示している。このため発光閾値以
下では再結合電流が抑制されると考えられ
る。当日は、AZO/PEI 界面の状態密度分布
についても議論する予定である。 
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